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Quan旬mwire are very attractive s飢lcturesdue to their superior electrical and optical 
properties for the various device applications suchωthe high speed transport devices and 
the high performance semicond∞tor lasers. In this paper， we propose a new method to 
fabricate the vertical quan旬mwire s佐uctureselectrochemically企omthe m -V compound 
semiconductor materials such as GaAs and InP. 百lestructures and the optical properties 
of the anodized layers are discussed. 






































































































2.4 フォトノレミネセンス (pL)法による InP微細構造の光学的評価






































4m;'I" RL. -・式 (4.1) 
1 1 
=一一+一一 ・・・・・・式 (4.2)
mr me mh 
となる。ここで、 EはPL測定によって観測された InP基板からの発光ピークエネノレギー、 hはプ
















った柱状微細構造のサイズ (50"-'1 OOnm)の違いは、本研究で用いた SEMの分解能(数nm)の











板は、抵抗率 2.0X 10-3 Q cmの n型 GaAs(111)B基板を使用した。InP(lll)B面と同様に
GaAs(l11)B面では As原子が最表面である。陽極化成は前章と同様に図 2に示す化成装置を用
い、 HF溶液(濃度 20%) 中で3分間行った。
電流密度変化による化成層の構造評価を行った結果、図 12(15mA/cm2)、図 13(150mA/cm2)、






































せた場合の HF濃度変化による GaAs柱状微細構造の直径の変化の様子を図 16に示す。ここで
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